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Spos6b polaryzacji tranzystoréw i uktad polaryzacji tranzystoréw

Przedmiotem wynalazku jest sposdb polaryzacji tranzystoréw i uktad polaryzacji tranzystoréw stosowany
zwtaszcza przy zdejmowaniu charakterystyk statycznych oraz w pomiarach parametrow dynamicznych
tranzystoréw.

Znany sposob polaryzacji tranzystoréw polega na wymuszaniu pradu w obwodzie wyjécmwym tranzystora
przez zrédto pradowe oraz na polaryzacji obwodu wejsciowego tranzystora ze zrédta napigciowego badZ
pradowego.

~ Znany jest uktad polaryzacji tranzystoréw, ktérych wspdina elektroda dla wejécua i wyjscia tranzystora jest
potaczona z masa, zawierajagce 2rodto napieciowe polaryzujace obwod wejsciowy tranzystora, jednym zaciskiem
potaczone z masg, za$ drugim zaciskiem potgczone z elektroda wejéciowa tranzystora. Ponadto uktad taki zawiera
2rédto pradowe wymuszajgce prad w obwodzie wyjsciowym tranzystora potgczone jednym zaciskiem z masa za$
drugim zaciskiem potaczone z zaciskiem wyjsciowym tranzystora. Wada tego sposobu jest to, ze przy danej
polaryzacji obwodu wejsciowego tranzystora, napigcie na zaciskach wyjsciowych tranzystora zZmienia si¢
przy zmianie pragdu w obwodzie wyjsciowym tranzystora.

Celem wynalazku jest sposéb i uktad polaryzacji trar.zystoréw, za pomoca ktérego mozna niezaleznie od
siebie regulowaé, prad w obwodzie wyjsciowym tranzystora i napiecie na jego zaciskach wyjsciowych. Cel ten
osiagnieto za pomoca sposobu wedtug wynalazku, ktéry polega na tym, ze napigcie dren-zrédto tranzystora,
poréwnuje sie z napieciem odniesienia, za$ réZnice napiecia dren-Zrédto i napiecie odniesienia wzmacnia sig
i wzmocniong réznica polaryzuje si¢ obwéd wejsciowy tranzystora.

Uktad polaryzacji tranzystoréw, ktérych wsp6ina dla wejscia i wyjscia tranzystora elektroda jest potgczona
z masa, natomiast 2rédto pradowe i zrédto napiecia odniesienia jest potaczone jednym zaciskiem Z masa,
charakteryzuje sie¢ tym, ze drugi zacisk Zrdodia napigcia odniesienia jest potaczony poprzez rezystor
z nieodwracajacym faze wejsciem wzmacniacza . operacyjnego. Odwracajace faze wejécie wzmacniacza
operacyjnego jest potaczone z masg uktadu.

Natomiast wyjscie wzmacniacza operacyjnego jest potaczone z zaciskiem wejsciowym tranzystora. Ponadto
wejscie nieodwracajce faze wzmacniacza operacyjnego jest potaczone poprzez rezystor z zaciskiem wyjsciowym
tranzystora i z drugim zaciskiem Zr6dta pradowego.
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Wariant uktadu polaryzacji charakteryzuje si¢ tym, ze drugi zacisk Zrédta napi-cia odniesienia jest
potaczony z odwracajacym faze wejsciem wzmacniacza operacyjnego, a wejscie nieodwracajace faze wzmacniacza
operacyjnego jest potaczone poprzez rezystor z masa uktadu. Wyjscie wzmacniacza operacyjnego jest potaczone
z elektrodg wejéciowa tranzystora. Natomiast elektroda wyjsciowa tranzystora jest potaczona przez rezystor
z wejsciem nieodwracajacym faze wzmacniacza operacyjnego i z drugim zaciskiem zrédta pradowego.

' Sposéb polaryzacji tranzystoréw oraz uktad polaryzacji tranzystoréw daje mozliwosé¢ takiej polaryzacji
tranzystora, ze prad w obwodzie wyjsciowym tranzystora i napiecie na jego zaciskach wyjsciowych reguluje sie
niezaleznie od siebie. . : ‘

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 obrazuje
schemat ideowy uktadu polaryzacji tranzystora typu MOS, z kanatem typu p, zas fig. 2 obrazuje wariant uktadu
polaryzacji tranzystora typu MOS z kanatem typu p.

Na figurze 1, rysunku, obwéd dren D — Zrédto S tranzystora T typu MQS z kanatem typu p jest zasilany
napieciem Ups dren D — 2r6dto S, tranzystora T z Zrédta pradowego Lo. Jezeli prad ptynacy przez rezystor R1
jest pomijalnie maty, to prad Lp drenu tranzystora T jest rowny wydajnosci Zrédta pradowego L,. Napiecie
Ups tranzystora T jest sumowane na nieodwracajacym faze wejsciu * wzmacniacza WO operacyjnego
z napieciem Ux odniesienia o znaku przeciwnym do znaku napiecia Ups. Suma napiecia UDS dren — D 2rédto S
i napiecie Ux odniesienia po wzmocnieniu przez wzmacniacz WO operacyjny, steruje tranzystor T w obwodzie
bramka G — zrédto S. Napiecie Ugs polaryzujace obwéd bramka G — 2rédto S jest réwne

Ux * R1 + UDsR2)

Vs = Auo ( R1 + R2
gdzie Ay, jest statopragdowym wzmocnieniem napieciowym wzmacniaczar WO operacyjnego z otwarta petla
sprzezenia zwrotnego. Zatem jezeli tylko Ao posiada duzg warto$é to dla spotykanych w praktyce wartosci
napiecia Ugs, napiecie Ups dren D = zréd{o S jest rdwne Ups = 5], * Ux i nie zalezy od wartosci pradu Ip .

" drenu tranzystora T. Prad Ip drenu jest reguldwany przez zmiang wydajnosci Zrédta pradowego |, za$ napigcie
Ups dren D — Zré6dto S moze byé regulowane przez zmiane wartosci Ux, R1 lub R2. -

Na figurze 2 rysunku, obwé6d dren D —.zrédto S tranzystora T typu MOS z kanatem typu p jest zasilany
napigciem Ups dren D — 2rédto S, tranzystora T z Zrodta pradowego |o. Jezeli prad ptynacy przez rezystor R1

. jest pomijalnie maty, to prad lp drenu tranzystora T jest rowny wydajnosci zréd+ta pradowego |,. Napigcie Upg
dren D — 2rédto S tranzystora T po podzieleniu przez dzielnik napiecia ztoZony z rezystorow R1 i R2, jest
podawane na nieodwracajagce faze wejscie + wzmacniacza operacyjnego WO. Na odwracajace faze wejscie tego
wzmacniacza jest podawane napigcie Ux odniesienia o znaku zgodnym ze znakiem napigcia Ups. Ré2Znica napieé
Ups iUx po wzmocnieniu przez wzmacniacz WO operacyjny, steruje tranzystor T w obwodzie bramka
G — Zrédto S. Napiecie Ugs polaryzujace obw6d bramka G zrédto S tranzystora jest wiec rowne.

R2

— . Ups-Ux
R1 + R2 DS )

Ugs = Auo (

gdzie ‘A, jest statopradowym wzmocnieniem napieciowym wzmacniacza WO operacyjnego z otwarta petla
sprzezenia zwrotnego. Zatem jezeli tylko A, posiada duzg warto$é to dla spotykanych w praktyce wartosci
napiecia Ugs, napi-cie Ups dren D — Zrédto S jest réwne Ups = ll R+2Rg * Ux i nie zalezy od wartos$ci pradu
lo drenu tranzystora T. Prad ID drenu jest regulowany przez zmiane wydajnosci zrédta pradowego |, za$

napigcie Ups dren D — Zrédto S moze by¢ regulowane przez zmiane wartosci Ux, R1, lub R2.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposdb polaryzacji tranzystoréw, w ktdorym prad w obwodzie wyjsciowym tranzystora wymusza si
przez Zrédto pradowe, za$ obwéd wejsciowy tranzystora polaryzuje sie z zroédta napigeciowego,znamienny
ty m, e napiecie (Ups) dren (D) — zrédto (S) poréwnuije sie z napieciem (Uy) odniesienia, za$ réznice napigé
(Ups) i (Ux) wzmacnia sie i wzmocniong réznica tych napieé polaryzuje sie obwéd wejsciowy tranzystora (T).

2. Uktad polaryzacji tranzystordow, ktérych wspélna dla wejscia i wyjicia tranzystora elektroda jest

< potaczona z masy, zawierajgcy 2Zrédto pradowe i zrédto napiecia odniesienia potaczone jednym zaciskiem
zmas3, znamienny tym,zedrugi zacisk Zrédta napiecia (Ux) odniesienia jest potgczony przez rezystor (R2)

z nieodwracajacym faze wejsciem wzmacniacza (WO) operacyjnego, za$ odwracajace faze wejscie wzmacniacza
(WO) operacyjnego jest potaczone z masa uktadu, natomiast wyjécie wzmacniacza (WO) operacyjnego jest
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potaczone z zaciskiem wejsciowym tranzystora (T), ponadto wejécie nieodwracajace faze wzmacniacza (WO)
operacyjnego jest potaczone poprzez rezystor (R1) z zaciskiem wyjsciowym tranzystora (T) i z drugim zaciskiem
Zrédta pradowego (l,). :

3. Uktad polaryzacji tranzystoréw, ktérych wspdlna dla wejscia i wyjscia tranzystora elektroda jest
potaczona z masa zawierajacy zrédto pradowe i2rédto napieciowe potaczone jednym zaciskiem z masa,
znamienny tym, Ze drugi zacisk Zzrédta napiecia (Ux) odniesienia jest potgczony z odwracajagcym faze
wejéciem wzmacniacza (WO) operacyjnego, a wejécie nieodwracajace faze wzmacniacza (WO) operacyjnego jest
potaczone poprzez rezystor (R2) z masg uktadu, za$ wyjscie tego wzmacniacza jest potaczone z zaciskiem

. wejsciowym tranzystora (T), natomiast zacisk wyjsciowy tranzystora (T) jest potaczony przez rezystor (R1)
z wejsciem nieodwracajacym faze wzmacniacza operacyjnego (WO) i z drugim zaciskiem Zrédta pradowego (lo).

fig.1
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